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(57)【要約】
【課題】脆性基板上に形成された有機素子が、外部回路
との接続を行う電極接続部を除いて封止膜で封止された
構成の有機素子封止パネルの製造方法において、脆性基
板上に複数の有機素子をマトリックス状に形成し、湿式
法により封止膜を形成しても、スクライブ工程でのスク
ライブ不良の発生を低減する。
【解決手段】有機ＥＬパネルの製造方法は、大型ガラス
基板上に複数の有機ＥＬ素子をマトリックス状に形成す
る有機ＥＬ素子形成工程と、有機ＥＬ素子と外部回路と
の接続を行う電極接続部をマスキングテープで覆った状
態で、湿式法により封止膜を形成する封止膜形成工程と
、マスキングテープを剥がした後、糊残りを除去する糊
残り除去工程と、大型ガラス基板にスクライブラインを
形成するスクライブ工程と、スクライブラインに基づい
て大型ガラス基板を分断するブレイク工程とを備えてい
る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脆性基板上に形成された有機素子が、外部回路との接続を行う電極接続部を除いて封止
膜で封止された有機素子封止パネルの製造方法であって、
　脆性基板上に複数の有機素子をマトリックス状に形成する有機素子形成工程と、
　前記有機素子と外部回路との接続を行う電極接続部をマスキングテープで覆った状態で
、湿式法により封止膜を形成する封止膜形成工程と、
　前記マスキングテープを剥がした後、糊残りを除去する糊残り除去工程と、
　前記脆性基板上に複数のスクライブラインを形成するスクライブ工程と、
　前記スクライブラインに基づいて前記脆性基板を分断するブレイク工程とを備えている
ことを特徴とする有機素子封止パネルの製造方法。
【請求項２】
　前記封止膜形成工程は、乾式法による乾式封止膜形成工程の後に行われる請求項１に記
載の有機素子封止パネルの製造方法。
【請求項３】
　前記糊残り除去工程において、前記電極接続部を研磨する請求項１又は請求項２に記載
の有機素子封止パネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機素子封止パネルの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）素子等、大気中の水分や酸素によって劣化を生
じる素子では、素子部を保護するため、封止缶や封止膜で素子部を覆う必要がある。
　封止膜で素子部を覆う膜封止を行う場合、ＣＶＤやスパッタあるいはディップコートや
スプレーコート等の方法で無機膜や有機膜を単独であるいは複合化（積層化）させて用い
る。
【０００３】
　一方、有機ＥＬ素子等の電気で駆動される素子の場合、これらの膜封止を行うと、外部
から素子を駆動させるための電極接続部まで封止され、素子が電気的に絶縁されてしまう
ので、シャドーマスクやマスキングテープ等で電極接続部を覆い、封止膜の成膜時に、電
極接続部が封止されないようにする必要がある。
【０００４】
　また、有機ＥＬ素子等を製造する場合、１枚の大型脆性基板上に複数の有機ＥＬ素子等
がマトリックス状に形成され、封止缶や封止膜で素子部を覆った後に、大型脆性基板にス
クライブ装置などを用い、複数のスクライブラインを形成する。その後、スクライブライ
ンに添って力を加えることによって大型脆性基板が複数に分断（ブレイク）され、複数の
有機ＥＬ素子等が製造される。
【０００５】
　従来、電極及び有機層を保護膜で被覆し、当該保護膜から電極接続部を表出させるよう
にした有機ＥＬ素子の製造方法において、メタルマスクによる保護膜成膜やウェットプロ
セスを用いることなく、電極接続部を適切に表出させることができるようにする有機ＥＬ
素子の製造方法が提案されている（特許文献１参照。）。特許文献１の方法では、基板上
に、陽極、発光層を含む有機発光材料よりなる有機層、陰極を積層してなる積層体を形成
した後、この積層体を被覆して保護する保護膜を成膜する前に、陽極及び陰極のうち外部
との接続を行う電極接続部にマスキングテープを貼り付ける。そして、保護膜を成膜した
後、マスキングテープとともに保護膜を除去して、当該電極接続部を表出させるようにし
ている。
【特許文献１】特開２００２－１５１２５４号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１では、メタルマスクを用いずに電極接続部にマスキングテープを貼り付け、
保護膜（封止膜）を成膜した後、マスキングテープとともに保護膜を除去して、当該電極
接続部を表出（露出）させるようにしている。しかし、真空蒸着法、ＣＶＤ法等の真空状
態あるいは減圧下で薄膜を形成する乾式法で封止膜を形成する際に、この方法のように電
極接続部にマスキングテープを貼って、封止膜の形成後にマスキングテープを剥がして電
極接続部を露出させる方法では、マスキングテープを剥がす際に、封止膜の端が欠けたり
封止膜に亀裂が生じたりし易い。
【０００７】
　有機ＥＬ素子の電極接続部をマスキングテープで覆った状態で封止膜を湿式法で形成し
、封止膜を形成した後に、マスキングテープを剥がして電極接続部を露出させた場合、封
止膜とマスキングテープが貼付された電極接続部との境界部分に、膜材料とマスキングテ
ープの糊とが反応した化合物である糊残りが残る。一枚の大型脆性基板に複数の有機ＥＬ
素子等がマトリックス状に形成される場合、糊残りは、大型脆性基板を横断又は縦断する
ライン状に形成される。一方、複数の有機ＥＬ素子等は、大型脆性基板上にマトリックス
状に形成されているため、個別の有機ＥＬ素子等に分離するためには、大型脆性基板を横
断及び縦断するスクライブラインを形成する必要がある。従って、大型脆性基板の糊残り
が形成されている側の面からスクライブラインを入れると、糊残りと交わる部分でスクラ
イブラインが途切れるスクライブ不良が発生する。このスクライブ不良が発生すると、ス
クライブラインに力を加えて大型脆性基板を分断するブレイク工程で分断された脆性基板
の一部が不良となり、歩留りが低下する。
【０００８】
　また、大型脆性基板の糊残りが形成されている側の面とは反対側の面からスクライブラ
インを形成することも考えられる。しかし、大型脆性基板の糊残りが形成される側の面と
は反対側の面からスクライブラインを形成した場合、糊残りがあるために大型脆性基板に
うねりが生じる。大型脆性基板にうねりが生じるとスクライブラインの深さが変わりやす
くなり、場合によっては、スクライブラインが糊残り直上で途切れる。また、柔らかい糊
残りは、スクライブライン形成時に粘弾性変形してワークが逃げるため、大型脆性基板の
糊残り直上では、スクライブ不良が発生してしまう。そして、同様にブレイク工程で分断
された基板の一部が不良となり、歩留りが低下する。
【０００９】
　また、有機ＥＬ素子に限らず、有機トランジスタや有機ダイオード等の有機素子におい
ても、酸素や水分が悪影響を与えるため封止膜で封止するのが好ましく、同様の問題が生
じる。
【００１０】
　本発明の目的は、脆性基板上に形成された有機素子が、外部回路との接続を行う電極接
続部を除いて封止膜で封止された構成の有機素子封止パネルの製造方法において、脆性基
板上に複数の有機素子をマトリックス状に形成し、湿式法により封止膜を形成しても、ス
クライブ工程でのスクライブ不良の発生を低減することができ、ひいては有機素子の歩留
りを向上することができる有機素子封止パネルの製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記の目的を達成するため請求項１に記載の発明は、脆性基板上に形成された有機素子
が、外部回路との接続を行う電極接続部を除いて封止膜で封止された有機素子封止パネル
の製造方法である。そして、脆性基板上に複数の有機素子をマトリックス状に形成する有
機素子形成工程と、前記電極接続部をマスキングテープで覆った状態で、湿式法により封
止膜を形成する封止膜形成工程と、前記マスキングテープを剥がした後、糊残りを除去す
る糊残り除去工程とを備えている。さらに、前記脆性基板に複数のスクライブラインを形
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成するスクライブ工程と、前記スクライブラインに基づいて前記脆性基板を分断するブレ
イク工程とを備えている。ここで、「有機素子」とは、有機ＥＬ素子、有機トランジスタ
、有機ダイオード等の有機材料を使用して構成されるとともに電気で動作する素子を意味
する。また、「湿式法」とは、溶液状態の封止膜の原料を塗布した後、乾燥、反応などに
より固体の封止膜を形成する方法を意味する。
【００１２】
　この発明では、封止膜は湿式法で形成され、有機素子の電極接続部がマスキングテープ
で覆われた状態で封止膜が形成される。その際、マスキングテープと封止膜の境界部にマ
スキングテープの糊と封止膜の原料などの混合物が糊残りとして一部残る。糊残りが存在
する状態でスクライブ工程により脆性基板にスクライブラインを形成すると、糊残りが原
因でスクライブ不良が生じる。スクライブ不良が発生した状態で脆性基板を分断するブレ
イク工程を行うと分断された脆性基板の一部が不良となり、有機素子の歩留りが低下する
。しかし、マスキングテープを剥がした後、糊残りの部分を除去する除去工程を備えてい
るため、そのような問題の発生を抑制することができる。
【００１３】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記封止膜形成工程は、乾
式法による乾式封止膜形成工程の後に行われる。ここで、「乾式法」とは、真空蒸着法、
スパッタ法（スパッタリング法）、イオンプレーティング法、イオンビーム法、ＣＶＤ法
等の真空状態あるいは減圧下で薄膜を形成する方法を意味する。一般に、同じ膜厚におい
ては乾式法で形成された膜（蒸着膜）の方が、湿式法で形成された膜（塗布膜）に比較し
て水分や酸素の透過性が低い。しかし、乾式膜は下地の凹凸や、異物を起点とするピンホ
ールなどの膜の微小な欠陥が生じやすい。この発明では、柔軟で微小な欠陥を埋める湿式
の塗布膜とを組み合わせることで、封止膜の封止機能（封止性能）が高くなる。
【００１４】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の発明において、前記糊残り除
去工程において、前記電極接続部を研磨する。この発明では、糊残りの除去の際に、電極
接続部の研磨が行われる。電極接続部に糊残りから発生する異物が付着した場合であって
も、電極接続部が研磨されるため電極接続部の表面とフレキシブルプリント基板との良好
な接続が可能な状態にすることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、脆性基板上に形成された有機素子が、外部回路との接続を行う電極接
続部を除いて封止膜で封止された構成の有機素子封止パネルの製造方法において、脆性基
板上に複数の有機素子をマトリックス状に形成し、湿式法により封止膜を形成しても、ス
クライブ工程でのスクライブ不良の発生を低減することができ、ひいては有機素子の歩留
りを向上することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明を有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）パネルの製造方法に具体化した
一実施形態を図１～図４にしたがって説明する。
　図１（ａ），（ｂ），（ｃ）に示すように、有機素子封止パネルとしての有機ＥＬパネ
ル１１は、ガラス基板１２と、ガラス基板１２上に順に、第１電極１３、発光層としての
有機ＥＬ層１４及び第２電極１５が設けられた有機素子としての有機ＥＬ素子１６が設け
られている。有機ＥＬ素子１６は、有機ＥＬ層１４が水分（水蒸気）及び酸素の悪影響を
受けないように、封止膜（保護膜）１７で封止されている。
【００１７】
　なお、図１（ａ）～（ｃ）は、有機ＥＬパネル１１、ガラス基板１２、第１電極１３、
有機ＥＬ層１４、第２電極１５、封止膜１７等の構成を模式的に示したものであり、図示
の都合上、一部の寸法を誇張して分かり易くしているために、それぞれの部分の長さ、厚
さ等の寸法の比は実際の比と異なっている。
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【００１８】
　この実施形態では、第１電極１３が陽極を構成し、第２電極１５が陰極を構成する。第
１電極１３は、透明な材料で形成されている。ここで、「透明」とは、少なくとも可視光
を透過可能なことを意味する。第１電極１３は、公知の有機ＥＬ素子で透明電極として用
いられるＩＴＯ（インジウム錫酸化物）により形成されている。第２電極１５は、金属（
例えば、アルミニウム）で形成され、光を反射する機能を有する。有機ＥＬ素子１６は、
有機ＥＬ層１４からの光がガラス基板１２側から取り出される（出射される）所謂ボトム
エミッションタイプに構成されている。
【００１９】
　有機ＥＬ素子１６は平面ほぼ矩形状に形成されるとともに、第１電極１３は有機ＥＬ層
１４より大きく、第２電極１５は有機ＥＬ層１４より小さく形成されている。第１電極１
３の長手方向の一端（図１（ａ）における右端）に位置する辺の外側には、第１電極１３
用の電極接続部１３ａが形成されている。電極接続部１３ａは、第１電極１３と同一材料
で形成され、かつ、第１電極１３と一体的に形成されている。
【００２０】
　第２電極１５の長手方向の一端（図１（ａ）における右端）に位置する辺の外側には、
第２電極１５用の電極接続部１５ａが形成されている。電極接続部１５ａは、第１電極１
３及び電極接続部１３ａと同一材料で形成され、第２電極１５の一部が外側に延出した第
２電極延出部１５ｂと接続されている。
【００２１】
　封止膜１７は、少なくとも水分（水蒸気）及び酸素の透過を抑制する機能を有する材料
で形成されている。この実施形態では、封止膜１７は乾式法により形成される第１封止膜
１７ａと、湿式法で形成される第２封止膜１７ｂの２層構造に形成されている。第１封止
膜１７ａは、例えば、窒化ケイ素で形成され、第２封止膜１７ｂは、例えばポリシラザン
で塗布膜を形成した後、シリカ（二酸化ケイ素）に転化された二酸化ケイ素で形成されて
いる。第２封止膜１７ｂは第１封止膜１７ａを覆うように形成されている。
【００２２】
　次に前記のように構成された有機ＥＬパネル１１の製造方法を説明する。有機ＥＬパネ
ル１１の製造は、図２のフローチャートに示す手順で行われる。
　ＩＴＯ膜からなる第１電極１３が形成された脆性基板としての大型ガラス基板１を準備
し、先ずステップＳ１の基板洗浄工程において、大型ガラス基板１の洗浄が行われる。次
にステップＳ２の有機素子形成工程としての有機ＥＬ素子形成工程で、図４に示すように
大型ガラス基板１上に複数の有機ＥＬ素子１６がマトリックス状に形成される。この実施
形態では、大型ガラス基板１上に３行３列に９つの有機ＥＬ素子１６が形成される。
【００２３】
　有機ＥＬ素子形成工程では、第１電極１３の形成、有機ＥＬ層１４の形成、第２電極１
５の形成が順に行われる。第１電極１３は、大型ガラス基板１上にＩＴＯ膜を公知の薄膜
形成方法によって成膜し、次に、このＩＴＯ膜に対してフォトリソグラフィ法でレジスト
パータンを形成してエッチングを行い、第１電極１３のパターニングを行うことで形成さ
れる。このとき、電極接続部１３ａ，１５ａが第１電極１３と同時に大型ガラス基板１上
の所定位置に形成される。
【００２４】
　次に大型ガラス基板１のＩＴＯ面、即ち第１電極１３側の面がプラズマオゾン洗浄され
た後、有機ＥＬ層１４が形成される。有機ＥＬ層１４は、有機ＥＬ層１４を構成する各層
が公知の真空蒸着法により順次形成されることで形成される。有機ＥＬ層１４の形成後、
第２電極１５が例えば、Ａｌの蒸着により形成されて有機ＥＬ素子１６が完成する。この
時、第２電極延出部１５ｂが電極接続部１５ａの一部と接続するように形成される。
【００２５】
　次に有機ＥＬ素子１６と外部回路との接続を行う電極接続部１３ａ，１５ａを除いて膜
封止する封止膜１７の形成が行われる。この実施形態では封止膜１７の形成は、乾式法に
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より第１封止膜１７ａを形成する乾式封止膜形成工程（ステップＳ３）と、乾式封止膜形
成工程の後に行われ、湿式法により第２封止膜１７ｂを形成する封止膜形成工程（ステッ
プＳ４）の２工程で行われる。
【００２６】
　ステップＳ３の乾式封止膜形成工程では、シャドーマスクを用いてプラズマＣＶＤ法で
窒化ケイ素膜が成膜されて第１封止膜１７ａが形成される。
　ステップＳ４の封止膜形成工程では、電極接続部をマスキングテープで覆った状態で、
湿式法により第２封止膜１７ｂが形成される。図３（ａ），（ｂ）に示すように、マスキ
ングテープ１８は、第１封止膜１７ａで覆われていない電極接続部１３ａ，１５ａの一部
が露出する状態で貼付される。また、マスキングテープ１８は、大型ガラス基板１を縦断
するように電極接続部１３ａ，１５ａ以外の部分にも貼付されている。その状態でポリシ
ラザンを疎水性の有機溶媒（例えば、キシレン）に溶解した溶液がスプレーコートで塗布
される。ポリシラザンは塗布膜として形成された後、シリカ（二酸化ケイ素）に転化され
て第２封止膜１７ｂになる。
【００２７】
　次にマスキングテープ１８を剥がした後、糊残りを除去する糊残り除去工程がステップ
Ｓ５として実施される。なお、一般に有機ＥＬ層１４、第２電極１５は厚さが１μｍ未満
であり、封止膜１７も厚さが数μｍ以下と薄いため、物が当たったとき等の外力に対する
耐衝撃性が弱く破損し易い。耐衝撃性を高めるために封止膜１７の外側に保護フィルムを
貼付する構成が採用される場合がある。
【００２８】
　図３（ｃ）に示すように、マスキングテープ１８を剥がした状態では、マスキングテー
プ１８が貼付されていたときの封止膜１７との境界部２０に対応する位置にマスキングテ
ープ１８の糊と封止膜の原料などの混合物が糊残り１９として一部残る。糊残り１９は、
マスキングテープ１８の糊と、第１封止膜１７ａの原材料（シリコン化合物）とが混じり
あった物で、目視で確認できるほどの大きさを持ち、主にマスキング部の端部に生じる。
また、ここが発生源となり微小な異物（パーティクル）として、電極接続部１３ａの表面
と、フレキシブルプリント基板（以下、ＦＰＣと記載する。）との接合面で噛み込み異物
となる場合もある。
【００２９】
　糊残り除去工程では、糊残り１９を研磨により除去する。研磨方法としては、バフ研磨
が好ましい。
　ステップＳ６のスクライブ工程では、図５に示すように大型ガラス基板１に公知のスク
ライブ装置を用いて複数のスクライブライン２２を形成する。この実施形態では、大型ガ
ラス基板１を縦断及び横断するようにそれぞれ２つのスクライブラインが形成される。
【００３０】
　ステップＳ７のブレイク工程では、スクライブライン２２に基づいて大型ガラス基板１
が９つのガラス基板１２に分断される。
　次に糊残り１９の除去の一実施例を詳しく説明する。
【００３１】
　研磨バフとしてスエードクロス（リファインテック株式会社：型式52-108）を使用し、
研磨材としてダイヤモンドペースト（油性のバインダに粒径１μｍのダイヤモンド粒子入
り、リファインテック株式会社：型式41-101油性）と、ラッピングオイル（合成油、リフ
ァインテック株式会社：型式70-401）を用いた。
【００３２】
　研磨方法は次の手順で行った。
　１．スエードクロスにラッピングオイルを染み込ませる。
　２．スエードクロスの表側にダイヤモンドペーストをつける。
【００３３】
　３．スエードクロスの裏側から数センチ角のプラスチックブロックを当てる。
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　４．ダイヤモンドペーストがスエードクロスに馴染むよう、適当なガラス板に擦りつけ
る。
【００３４】
　５．有機ＥＬパネル１１の電極接続部１３ａ，１５ａを上にして、有機ＥＬパネル１１
を水平で硬いガラス板の上などに載置する。
　６．ブロックを裏から当て、ラッピングオイルとダイヤモンドペーストが良く馴染んだ
スエードクロスの表面で境界部２０及び電極接続部１３ａ，１５ａを擦る。
【００３５】
　７．このとき、ストロークが約０．０２ｍ、荷重が０．０２～０．０３ｋｇとし、１０
往復程度擦る。
　８．擦る方向は、有機ＥＬパネル１１に保護フィルムが張ってある場合は、有機ＥＬパ
ネル１１の長手方向に直角とし、保護フィルムを剥さないようにした。
【００３６】
　９．研磨後は、ウエス等でラッピング液をパネルから拭取り、エタノールなどを含浸さ
せたウエスで電極接続部１３ａ，１５ａを拭き、油分を取り除いた。
　以上の作業により、境界部２０の糊残り１９及び電極接続部１３ａ，１５ａの汚染が除
去される。
【００３７】
　糊残り１９が単純にマスキングテープの糊の一部が付着したものであれば、有機溶剤を
用いた拭き取りで除去可能であるが、糊残り１９は、シリコン化合物が混じったものであ
るため、有機溶剤を用いた拭き取りでは除去できない。糊残り１９が除去されていない状
態で、大型ガラス基板１の糊残り１９が形成されている側の面からスクライブ装置により
スクライブライン２２を形成する場合、糊残り１９と直交する部分でスクライブライン２
２が途切れ、スクライブ不良が発生する。また、大型ガラス基板１の糊残り１９が形成さ
れている側の面とは反対側の面からスクライブ装置によりスクライブライン２２を形成す
る場合、糊残り１９のために大型ガラス基板１にうねりが生じる。大型ガラス基板１にう
ねりが生じるとスクライブライン２２の深さが変わりやすくなり、場合によっては、スク
ライブライン２２が大型ガラス基板１の糊残り１９直上で途切れ、スクライブ不良が発生
する。さらに、柔らかい糊残り１９は、スクライブライン２２形成時に粘弾性変形してワ
ークが逃げるため、大型ガラス基板１の糊残り１９直上では、スクライブ不良が発生する
。そして、同様にブレイク工程で分断された基板の一部が不良となり、歩留りが低下する
。
【００３８】
　しかし、有機ＥＬパネル１１の製造工程に、研磨により糊残り１９を除去する糊残り除
去工程を設けた場合は、糊残り１９が良好に除去され、大型ガラス基板１にスクライブラ
イン２２を形成する際に、スクライブ不良の発生を低減でき、ひいては有機ＥＬパネル１
１の歩留りが向上する。また、糊残り除去工程において電極接続部１３ａ，１５ａの表面
が研磨され、電極接続部１３ａ，１５ａとＦＰＣとの接続がより良好になる。
【００３９】
　この実施形態によれば、以下に示す効果を得ることができる。
　（１）有機ＥＬパネル１１の製造方法は、大型ガラス基板１上に複数の有機ＥＬ素子１
６をマトリックス状に形成する有機ＥＬ素子形成工程と、電極接続部１３ａ，１５ａをマ
スキングテープ１８で覆った状態で、湿式法により第２封止膜１７ｂを形成する封止膜形
成工程と、マスキングテープ１８を剥がした後、糊残り１９を除去する糊残り除去工程と
、大型ガラス基板１に複数のスクライブライン２２を形成するスクライブ工程と、スクラ
イブライン２２に基づいて大型ガラス基板１を分断するブレイク工程とを備えている。　
この発明では、糊残り除去工程において、マスキングテープ１８を剥がした時に発生する
マスキングテープ１８の糊と第２封止膜１７ｂの原料との混合物である糊残り１９が除去
される。従って、大型ガラス基板１に複数のスクライブライン２２を形成するスクライブ
工程で、スクライブ不良の発生が低減され、ひいては有機ＥＬパネル１１の歩留りが向上
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する。
【００４０】
　（２）湿式法により第２封止膜１７ｂを形成する封止膜形成工程は、乾式法による乾式
封止膜形成工程の後に行われる。一般に、同じ膜厚においては乾式法で形成された膜（蒸
着膜）の方が、湿式法で形成された膜（塗布膜）に比較して水分や酸素の透過性が低い。
しかし、乾式膜は下地の凹凸や、異物を起点とするピンホールなどの膜の微小な欠陥が生
じやすい。この発明では、柔軟で微小な欠陥を埋める湿式の塗布膜とを組み合わせること
で、封止膜の封止機能（封止性能）が高くなる。この実施形態では、封止膜１７が乾式法
で形成された第１封止膜１７ａと湿式法で形成された第２封止膜１７ｂとの複合膜のため
、封止膜１７の封止機能（封止性能）が高くなる。
【００４１】
　（３）糊残り除去工程において、電極接続部１３ａ，１５ａを研磨する。したがって、
糊残りの除去に加えて、電極接続部１３ａ，１５ａの研磨が行われるため、封止膜１７が
乾式法で形成された第１封止膜１７ａと湿式法で形成された第２封止膜１７ｂの複合膜と
して構成される場合でも、電極接続部１３ａ，１５ａの表面をＦＰＣとの接続がより良好
な状態にすることができる。
【００４２】
　（４）糊残り除去工程における研磨が、スエードクロスのような軟らかいバフに砥粒を
付着させて被研磨体である電極接続部１３ａ，１５ａの表面に押し当てて磨くバフ研磨で
行われる。したがって、ショットブラストのように乾式で砥粒を吹き付ける研磨方法に比
較して、電極接続部１３ａ，１５ａの表面を研磨する量が少ない状態で糊残り１９の除去
を容易に行うことができる。
【００４３】
　実施形態は前記に限定されるものではなく、例えば次のように構成してもよい。
　○　糊残り除去工程において、バフ研磨に水性のダイヤモンドペースト（41-101水性）
を使用するとともに、水性のラピングリキッド（70-501：水性液）を使用し、ラピング液
を拭取った後、更に純水を含浸させたウエスで拭取っても良い。
【００４４】
　○　バフ研磨に使用する砥粒の粒径は１μｍに限らず、１μｍ未満でも、１μｍより大
きくてもよい。
　○　糊残り除去工程における研磨方法はバフ研磨に限らず、被研磨部である電極接続部
１３ａ，１５ａを除いた部分にマスク処理をした状態で、砥粒、鉄粒、ガラス粒、砂粒等
の粒状の研磨材を圧縮空気によって吹き付けるブラスト処理であってもよい。また、砥粒
と液体を混合させたものを圧縮空気で被研磨部の表面に噴射して研磨を行ってもよい。
【００４５】
　○　糊残り除去工程における研磨方法として、砥粒等の粒状の研磨材を用いない方法、
例えば、砥石やサンドペーパー等で電極接続部１３ａ，１５ａの表面を研磨しても良い。
　○　乾式法で形成される第１封止膜１７ａは、窒化ケイ素膜に限らず、他の無機材料で
形成された膜であってもよい。無機材料として、例えば、酸化ケイ素、酸窒化ケイ素、炭
化ケイ素、ガラス等のケイ素系化合物が挙げられる。ケイ素系化合物に限らず、酸化アル
ミニウム等の金属酸化物、窒化アルミニウム等の金属窒化物等の電気的絶縁材であっても
よい。
【００４６】
　○　乾式法で形成される第１封止膜１７ａは、一層で形成されるものに限らず、複数層
積層された構成であってもよい。積層される膜は、ケイ素系化合物あるいは他の電気的絶
縁材で形成された膜が積層された構成に限らず、電気的絶縁性の膜の上にアルミニウム、
銀、銅等の金属膜が積層された構成としてもよい。膜の積層数は２層に限らず、３層以上
でもよい。第１封止膜１７ａを単層あるいは複数層の金属膜で形成した場合は、電極接続
部１３ａと電極接続部１５ａとの電気的絶縁性を確保するのが難しいが、第１封止膜１７
ａを積層構成とし、金属層を２層目以上に形成すれば支障はない。金属膜はセラミック膜
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に比較して同じ厚さにおいてピンホールが発生し難く、外力に対する耐衝撃性も高いため
、封止膜１７の性能が向上する。
【００４７】
　○　第１封止膜１７ａを乾式法で形成する場合、乾式法として、プラズマＣＶＤ法に限
らず、他のＣＶＤ法や真空蒸着法、スパッタ法、イオンプレーティング法、イオンビーム
法等の真空状態あるいは減圧下で薄膜を形成する他の方法を用いても良い。
【００４８】
　○　第１封止膜１７ａは無機材料（無機系材料）で形成された膜に限らず、透湿性の低
い有機材料（有機系材料）で形成された膜であってもよい。有機材料としては、エポキシ
樹脂、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、
ポリスチレン、アクリル（アクリル樹脂）等の透湿性の低い樹脂がある。有機材料の膜は
単層に限らず、異なる材料で形成された膜が積層された膜、あるいは異なる材料が複合し
て形成された複合膜であってもよい。
【００４９】
　○　第１封止膜１７ａは、無機材料で形成された膜と有機材料で形成された膜とが積層
された構成であっても、無機材料と有機材料が複合した状態で蒸着された膜であってもよ
い。
【００５０】
　○　封止膜１７が、乾式法で形成された第１封止膜１７ａと湿式法で形成された第２封
止膜１７ｂとから構成される場合、湿式法で形成された第２封止膜１７ｂが第２電極１５
に接触する状態で形成され、乾式法で形成された第１封止膜１７ａが第２封止膜１７ｂの
上に積層された構成としてもよい。即ち、湿式法により封止膜を形成する封止膜形成工程
の後に乾式法による乾式封止膜形成工程を行うようにしてもよい。
【００５１】
　○　湿式法で第２封止膜１７ｂを形成する場合、溶液状態の封止膜の原料をスプレーコ
ートで塗布する代わりに、スリットコーターやスピンコーターを使用して塗布したり、デ
ィップコートで塗布したりしてもよい。
【００５２】
　○　封止膜１７は湿式法により形成される膜のみで構成されてもよい。例えば、封止膜
１７をポリシラザン溶液から形成した第１封止膜１７ａのみで形成してもよい。
　○　封止膜１７を湿式法のみで形成する場合、ポリシラザンから形成した第２封止膜１
７ｂの他に、水分及び酸素の透過性が低い他の材料で形成された塗布膜を積層して設けて
も良い。塗布膜をエポキシ樹脂、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリエチレンテ
レフタレート（ＰＥＴ）、ポリスチレン、アクリル（アクリル樹脂）等の透湿性の低い樹
脂で形成しても良い。
【００５３】
　○　封止膜１７は、積層面に平滑性を与える目的で積層された有機膜を備えていても良
い。
　○　有機ＥＬパネル１１は、光の取出し方向がガラス基板１２側であるボトムエミッシ
ョンタイプに限らず、光の取出し方向が封止膜１７側であるトップエミッションタイプで
あってもよい。
【００５４】
　○　有機素子封止パネルを構成する基板は、ガラス基板に限らず、脆性基板であればよ
く、基板の材質が、シリコンであっても良い。
　○　有機素子封止パネルは、基板上に形成された有機素子が、外部回路との接続を行う
電極接続部を除いて封止膜で封止されたものであればよく、有機ＥＬパネル１１に限らな
い。例えば、有機トランジスタや有機ダイオード等の有機素子が基板上に形成されて回路
を構成する有機素子封止パネルであってもよい。
【００５５】
　○　有機素子封止パネルは、基板（パネル）上の素子が有機系のものだけでなく、無機
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系、その複合体のものを含んでいても良い。素子の機能が、光発電、光センサー、演算回
路等の電気電子素子であって、その単体や複合体であっても良い。
【００５６】
　○　有機素子封止パネルは、基板上に形成された有機素子だけが封止膜１７で封止され
た構成に限らず、例えば、有機トランジスタで光る有機ＥＬ素子に低温ポリシリコンで構
成された駆動回路が同一基板上に形成されたような無機、有機材料からなる駆動回路を基
板上にシステムオンしたディスプレイであっても良い。
【００５７】
　○　大型ガラス基板１上に３行３列に９つの有機ＥＬ素子１６が形成されていたが、こ
れに限らず１つの基板上に複数の有機ＥＬ素子１６がマトリックス状に形成されていれば
よい。
【００５８】
　以下の技術的思想（発明）は前記実施形態から把握できる。
　（１）請求項３に記載の発明において、前記電極接続部の研磨はバフ研磨である。
　（２）請求項１～請求項３及び前記技術的思想（１）のいずれか一項に記載の発明にお
いて、前記有機素子は有機ＥＬ素子である。
【００５９】
　（３）請求項１～請求項３及び前記技術的思想（１），（２）のいずれか一項に記載の
発明において、前記湿式法による封止膜形成工程では、前記封止膜はポリシラザンの塗布
により形成される。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】（ａ）は一実施形態の有機ＥＬパネルの概略平面図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ線
模式断面図、（ｃ）は（ａ）のＢ－Ｂ線模式断面図。
【図２】有機ＥＬパネルの製造プロセスを示すフローチャート。
【図３】（ａ），（ｂ）はマスキングテープの貼付位置を示す模式断面図、（ｃ）は糊残
り等の位置を示す有機ＥＬパネルの封止膜を省略した模式平面図。
【図４】スクライブ工程前の有機ＥＬパネルの概略図。
【図５】スクライブ工程後の有機ＥＬパネルの概略図。
【符号の説明】
【００６１】
　１…脆性基板としての大型ガラス基板、１２…ガラス基板、１３ａ，１５ａ…電極接続
部、１６…有機素子としての有機ＥＬ素子、１７…封止膜、１８…マスキングテープ、１
９…糊残り、２２…スクライブライン。
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